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はじめに 

現在，半導体式ガスセンサに用いられる半導

体材料には SnO2や ZnO等があり，それらは多

結晶構造(粒子状)やナノロッド構造を有して

いる．一方我々は，超高真空高周波マグネトロ

ンスパッタリング法を用いて，ZnO単結晶層の

成長について検討を行ってきた[1]．この単結

晶層をガスセンサ用の材料に用いることで，従

来のガスセンサと比較して高感度な検出が期

待できる． 

今回は，スパッタリング法で成長した ZnO

単結晶層を用いて H2ガスセンサを作製し，そ

の感度特性について検討したので報告する． 

実験方法 

センサ材料に用いる ZnO 層の成長は，ター

ゲットに焼結体 ZnO を使用し，-Al2O3(0001)

基板上に行った．成長した ZnO 層は，X 線回

折(XRD)装置，走査型電子顕微鏡(SEM)等を用

いて評価した．  

H2 ガスセンサは，ZnO 層表面上に一対の

Au/Ti 電極を 3 mmの間隔で形成し，ガスの検

出領域を 3 × 7 mm2とした．測定の基準となる

雰囲気ガスを N2 ガス濃度 80 %，O2 ガス濃度

20 %とし，この状態を Air とした．  

実験結果 

スパッタリング法で成長した ZnO 層の{10-

12}面における XRD φ スキャンパターンを

Fig.1 に示す．回転ドメインがなく，単結晶で

あることが解る．作製した H2ガスセンサの電

極間に 5 Vを印加し，H2ガス濃度を 0.3 %とし

たときの応答を Fig.2に示す．尚，H2ガスセン

サを 300 C に加熱した．H2ガスを含む雰囲気 

 

にすることで電極間を流れる電流値が増加し，

再び Air 雰囲気にすることで初期の電流値へ

減少していくことが解る．よって，明瞭なガス

応答を確認することが出来た． 

Fig.1 成長した ZnO 層の 

XRD φスキャンパターン 

 

Fig.2  ZnO 層の H2ガス応答 
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